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Spétka: XTPL spotka akeyjna z siedzibg we Wroctawiu

Tytut: Ztozenie wniosku patentowego w zakresie opracowania metody
druku siatki przewodzacej wraz z mozliwoscig jej transferu na inne
podfoza

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Tres$¢ Raportu: Zarzad XTPL S.A. [“Emitent”, “Spotka”, ,XTPL”] informuje, ze w dniu

8 pazdziernika 2021 roku Emitent ztozyt do Urzedu Patentdow i Znakdéw
Towarowych Stanéw Zjednoczonych [USPTO] wniosek patentowy
w zakresie opracowanego przez XTPL rozwigzania technologicznego
[“Metoda”] dotyczgcego druku siatki przewodzacej i jej transferu na inne
podtoze.

Opisana w przedmiotowym wniosku Metoda dotyczy druku siatki
przewodzacej na danym podfozu, z ktérego nastepnie moze ona zostaé
przetransferowana na inne podtoze. Obecnie rozwigzanie XTPL dot.
przenoszenia wydrukowanej siatki z jednego podtoza na drugie jest unikalne
w skali Swiatowej i do tej pory nieosiggalne przez zadng dostepng metode.
Zbudowane z podtuznych i poprzecznych linii przewodzacych prad siatki
przewodzace wykorzystywane sg do tworzenia transparentnych warstw
przewodzgcych, ktore jednoczesnie przewodzac prad, nie pochtaniajg
Swiatta i mogg by¢ wykorzystywane jako elektrody np. w wyswietlaczach
OLED.

Wynalazek ten daje znaczng swobode przy projektowaniu urzadzen, ktérych
elementem jest siatka przewodzgca. Przyktadowo, mozliwe bedzie
wydrukowanie siatki przewodzacej na podtozu szklanym, a nastepnie
przeniesienie jej na podtoze elastyczne. Dzieki wdrozeniu tej Metody
mozliwe bedzie uproszczenie dotychczasowego procesu przemystowej
produkcji  urzadzern  mikroelektronicznych,  wykorzystujgcych  siatki
przewodzgce.

Uzyskanie ochrony patentowej w ww. zakresie, pozwoli Emitentowi
zwiekszy¢ swojg przewage konkurencyjng poprzez mozliwos¢ optymalizacji
parametrow elektrycznych siatki bez ograniczen zwigzanych z podtozem.
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Zarzad Emitenta uznat, ze ztozenie opisanego wniosku patentowego stanowi
informacje poufng, gdyz w przypadku podmiotu dziatajgcego w sektorze
nowoczesnych technologii jednym z elementéw, ktére moga by¢ brane pod
uwage przez inwestorow przy decyzjach dotyczacych instrumentéw
finansowych Emitenta jest skuteczne zabezpieczenie przez Spétke jej
wtasnosci intelektualnej i przemystowej, ktora wptywa na jej wartosc.

W ocenie Zarzadu Spotki, zapewnienie odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa oraz szerokiego zakresu posiadanej ochrony patentowe;j
(zaréwno w formie przyznanych patentdw, jak i dokonanych zgtoszen
patentowych) stanowi istotng przewage konkurencyjng Emitenta i moze
przyczyni¢ sie do zapewnienia XTPL odpowiedniej pozycji negocjacyjnej
w przypadku negocjacji umoéw komercyjnych.

Z przyczyn wyzej opisanych informacja dotyczaca ztozenia wskazanego
whniosku patentowego w opinii Zarzagdu Emitenta spetnia kryteria informacji
poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR.

Podpisy 0séb reprezentujgcych Spotke:

Jacek Olszanski
CZtONEK ZARZADU
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